BUZ 201

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannunq Ws =400V
Drain-Gleichstrom I =125A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Aygi, = 0,4

G
Austilhrung  FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S

Gehduse Metaligehduse 3A 2 nach DIN 41872 bzw. nach JEDEC TO 204 AA (TO 3).
Gewicht: ca. 12 g

Typ | Bestellnummer
BUZ 201 | C67078-A1101-A2
16 S 940% @
T oo I
S S
Y pa
o © =4
Py —
05 10,9:035
1.8-03 2542015 f=-——
"max. Biegeberaich
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 400 \
Drain-Gate-Spannung Vogr 400 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 12,5 A T. =80°C
Drain-Strom, gepulst Loous 50 A T =256°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \"
Max. Verlustleistung Py 125 W Tc =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq -55...+150 | °C
Feuchteklasse Cc - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wérmewiderstand
Chip — Gehiuse 2 <10 K/W
Chip - Umgebung R ia <35 K/W
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BUZ 201

Kennwerte
(bei T; = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierjpss | 400 - - v Vos = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vis an) 21 3,0 4,0 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ioss — 20 250 LA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vs = 400V
Vs = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 | nA | Vg = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Ros (on) - 035 (040 |Q Vos = 10V
Einschaltwiderstand I, = 8A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Grs 33 52 - S Vos = 25V
I, = 8A
Eingangskapazitat Cis - 38 |49 nF | Vs = OV
Ausgangskapazitat Coss - 300 | 500 pF )E/DS = 2?\5//|H
Ruckwirkkapazitat Cies - 120 | 200 z
Einschaltzeit 1,, 14 (on) - 50 75 ns Vee = 30V
(fn = tyom + 8 t _ 80 120 I, = 29A
f VGS = 10\,
Ausschaltzeit £, 1 (o) - 330 | 430 Res = 50Q
(tor = Lo + 1) L - 110 | 140 °
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Is - - 125 | A T =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - 50
DurchlaBspannung Voo — 1,3 1,7 \ I =2x Iy
Ves =0V, 7, =25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns Ti= 26°C | Ik = Iy
— 220 [300 = 150°C ?gé% =
Sperrverzégerungsladung Q. — 065 |12 uC T,= 25°C Vo = Hs
L=
- 26 50 = 150°C | 100v
Rickstromspitze Inam - - - A Ti= 25°C
— 15 - = 150°C
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BUZ 201

Verlustieistung A, = f(T¢)

Typ. Ausgangscharakteristik I, = f(Vpg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,

7, = 25°C
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Zul. Betriebsbereich I, = (Vpg) Typ. Ubertragungscharakteristik I = f(Vss)
Parameter: D = 0,01, To = 25°C Parameter: 80 ps-Puls-Test,
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10° — — 5
A T fp=
5 5 s g o A
S TR /
Iy O N [N 20 i
LN T /
AN /
DNV HH
5 SN 100u 15 7/
N\ /
~ Y
AN Py /
NN [Yime 10
10° -l ¢ Q\\ AN W “! /
b P X N 10ms /
s 2T 1] /
o T |t :nog H 5
4 /
; 4
10 0
10’ 5 10 5 10 5V 10° 0 > v

— Vs



BUZ 201

Typ. Einschaltwiderstand Apg (o) = 7(Ip) Einschaltwiderstand Aps (on) = (7))
Parameter: Vg 7j = 25°C Parameter: Iy = 4,2A, Vgg = 10V
. (Streubereich)
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Typ. Ubertragungssteilheit Gs = (Ip) Gate Schwellenspannung Vi) = 1 (1)
Parameter: 80 ps-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vg Ip = TMA
Vog = 25V, Tj = 25°C (Streubereich)
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BUZ 201

Typ. Kapazititen C = f(Vjs)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz

Drainstrom Ip = f(T¢)
Parameter: Vg = 10V
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DurchlaBkennlinie Inversdiode /r = f(VSD)V
Parameter: Tj, ¢, = 80 us
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BUZ 201

Transienter Wérmewiderstand Z,,c = f ()
Parameter: D = #/T
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BUZ 202

Eckwerte N-Kanal 0
Drain-Source-Spannung _ Vs =400V
Drain-Gleichstrom L =11,5A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Rpg,, = 0,5Q
G
Ausfithrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehduse Metallgehduse 3A 2 nach DIN 41872 bzw. nach JEDEC TO 204 AA (TO 3).
Gewicht: ca. 12 g
Typ | Bestelinummer
BUZ202 | CB7078-A1107-A2
16 S 840% G
jj - T D
S =
L %
o ©
ﬁ I
1893
el 25 42015 fm—
Ymax. Biegebereich
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 400 \
Drain-Gate-Spannung Voor 400 \" Rss = 20 kQQ
Drain-Gleichstrom I 11,5 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Topus 46 A Tc. =25°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 v
Max. Verlustleistung Py 125 w T =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tq -55...+150 | °C
Feuchteklasse o] - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehéduse R s <10 K/IW
Chip — Umgebung Rin ia <35 K/W
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BUZ 202

Kennwerte
(bei T, = 25°C, wenn‘nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. |typ. | max. | heit

Statische Werte

Drain-Source- Visrypss | 400 - - v Vos = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vs ) 2.1 3,0 4,0 Vos = Ves
I, =1mA
Drain-Reststrom Ioss - 20 250 pA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vos = 400V
Vs = 0OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Vs = 20V
Vos = OV
Drain-Source- Ros (on) - 045 |05 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 8A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 33 |52 - S Vos = 25V
I, = B8A
Eingangskapazitat Ciss - 38 |49 nF | Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss - [300 [500 [prF ;’os = 2?"‘;'_'
Rickwirkkapazitat Cu. — (120 [200 z
Einschaltzeit t,, L ton - 50 75 ns Voe = 30V
(Ton = tyom + 1) t _ 80 120 I, = 28A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit t,4 1 (ot - 330 | 430 Res = 500
(ot = tyom + &) 3 — 110 140
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom ) A - - 15 |A T =25°C
Gleichstrom, gepulst Toam - - 46
DurchlaBspannung Vep - 1,4 1,9 \" I =2x Iy
Vs = OV, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns T'= 25°C | I = I
- [220 300 = 150°C | dk/dt =
= 100A/us
Sperrverzégerungsladung Q. - 065 |12 uc T,= 25°C Vs =
- 26 5,0 = 150°C | 100v
Rickstromspitze Laam - - — A ;= 25°C
— 15 - = 150°C
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BUZ 202

Verlustleistung P, = 7(T¢)
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Typ. Ausgangscharakteristik Iy = 7(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,

T, = 25°C
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Typ. Ubertragungscharakteristik I = (V)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = 25V, Tj = 25°C
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BUZ 202

Typ. Einschaltwiderstand Rpg (o) = f(Ip)
C

o,

Parameter: Vgg; 7j = 25
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Typ. Ubertragungssteilheit g, = (1)

Parameter: 80 us-Puls-Test,

Vos = 25V, T, = 25°C

Einschaltwiderstand Apg on) = 7 (7))

Parameter. I = 8A, Vgg = 10V
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BUZ 202

Typ. Kapazititen C = £ (V) Drainstrom I = 7(7¢)
Parameter: Vgg = 0, f = 1MHz Parameter: Vgg = 10V
1
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DurchiaBkennlinie Inversdiode /- = f (Vgp)

Parameter: Tj, t, = 80 us
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BUZ 202

Transienter Wérmewiderstand 2, ,c = 7 (1
Parameter: D = /T
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Typ. Gateladung Vs = f(Qgate)
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BUZ 205

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung . Ws =400V o
Drain-Gleichstrom I, =6,0A

Drain-Source-Einschaltwiderstand Ry, = 1,0 Q

G
Ausfiilhrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehéduse Kunststoffgehduse 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.2g
Typ | Bestellnummer
BUZ205 | C67078-A1401-A2
17'530,1——!2 ge01
I
2 GDS *1 !‘ Lt
~ = BT
A I {i,} _r'. H oo
— ™ ov oN
ahalst gl ] T
= 4,6 t=— - Co
Li NI |
. . -
e ; t -
—- 9,2’0r2 f— !
[—13,5¢ 1etee—15 6202 —w=
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 400 \
Drain-Gate-Spannung Voer 400 v Rss = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 6,0 A Ic =38°C
Drain-Strom, gepulst Ioous 24 A Tc. =25°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \
Max. Verlustleistung P 75 W Tc =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tag -585...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Priifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehause Ry ic <167 K/W
Chip — Umgebung R ia <75 K/W
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BUZ 205

Kennwerte
(bei 7; = 25°C, wenn_nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierypss | 400 — - \ Ves = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas 2,1 3,0 4,0 Vos = Ves
Iy, =1mA
Drain-Reststrom Ioss - 20 250 nA T, = 25°C
- 100 | 1000 T =125°C
Vs = 400V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Vas = 20V
Vos = OV
Drain-Source- Ros (on) - 09 10 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 4A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 1,7 |29 - S Vos = 25V
L, = 4A
Eingangskapazitat Cies - 15 2,0 nF Ves = 0OV
Ausgangskapazitat Coss - 120 180 pF ;/DS = zf\l\/AH
Ruckwirkkapazitat Ciss - Ja5 [eo = g
Einschaltzeit ¢, 14 (on) - 30 45 ns Ve = 30V
(fon = lyon) + 1) 3 _ 40 60 I, = 27A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit ¢4 1y (off - 110 140 _
(off) Rgs = 50Q
(ot = tyom + 1) t - 50 65
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Is - - 6,0 A Tc. =25°C
Gleichstrom, gepuist Toam - - 24
DurchlaBspannung Veo — 1,3 1,6 \ F =2x Iy
Ves = OV, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns Ti= 25°C | Ik = Ipq
- 220 [300 = 150°C ?géif
Sperrverzégerungsladung | Q, - 065 |12 uc | = 25°C Vi = he
— 2,6 5,0 = 150°C | 100v
Rickstromspitze Leam — — — A T,= 25°C
- 15 - = 150°C
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BUZ 205

Verlustleistung £ = 7(7¢)
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Zul. Betriebsbereich I = f(Vjg)

Parameter: D = 0,01, 7g = 25°C
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Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vpg)

Parameter: 80 ps-Puls-Test,

T, = 25°C
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Typ. Ubertragungscharakteristik I = f(Vgg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = 25V, T) = 25°C




BUZ 205

Typ. Einschaltwiderstand Apg (on) = f(1p) Einschaltwiderstand Apg (on) = 7 (7))
Parameter: Vgs; 7j = 25°C Parameter: In = 4A, Vgg = 10V
< (Streubereich)
4 - 30
Q
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Typ. Ubertragungssteilheit Gs = f(Ip) Gate Schwellenspannung Vg = f(7))
Parameter: 80 ps-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgg Ip = 1MA
Vos = 25V, Tj=25°C (Streubereich)
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BUZ 205

Typ. Kapazitiaten C = f(Vpg) Drainstrom I = £(7¢)
Parameter: Vg5 = 0, f = TMHz Parameter: Vg = 10V
10' 8
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DurchlaBkennlinie Inversdiode Ir = £ (Vso)v
Parameter: Tj, ¢, = 80 us
(Streubereich)
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BUZ 205

Transienter Warmewiderstand Z,,,c = (8
Parameter: D = /T
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Typ. Gateladung Vs = 7 (Qgate)
Parameter: Ipy,s = 8,3A
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BUZ 206

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung. Vos =400V
Drain-Gleichstrom I =5A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apgi, = 1,5Q

G
Ausfithrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S

Gehéuse Kunststoffgehduse 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.2g

Typ | Bestellnummer
BUZ 206 | C67078-A1403-A2
17,520, 1—wf
3 ﬁ 2,8:01
GDS —
vy ——1 l. S A
- [ 1es o
F*_V = Gz g
Agisl =2 J T
- P *Jum— . bt
L+ M
| ~3
B T L=
— - 9'2'0v2 — "(
[—13,52 H-emt—15 6202 —w]
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 400 \
Drain-Gate-Spannung Voar 400 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 5 A T =30°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 20 A Tc =25°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \
Max. Verlustleistung Py 75 W T. =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq -55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Warmewiderstand
Chip — Gehause Ry s <1,67 K/W
Chip — Umgebung Ry ia <75 K/W
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BUZ 206

Kennwerte

(bei T; = 25°C, wenn picht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierypss | 400 - - v Ves =0V
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vs ith) 2.1 3.0 4,0 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ipss - 20 250 A T, = 25°C
- 100 1000 T =125°C
Vs = 400V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Ros (on) - 1,3 1,5 Q Vas = 10V
Einschaltwiderstand I, = 4A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Gis 17 129 - S Vos = 25V
I, = 4A
Eingangskapazitat Cis - 15 (20 nF | Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss - 120 | 180 pF ;/DS = zf\h/AH
Ruckwirkkapazitat Cos — [35 |60 = z
Einschaltzeit t,, 13 om) - 30 45 ns Voe = 30V
(Ton = fyiom + 1) 3 _ 40 60 I, = 26A
Ausschaltzeit £, ¢ - [110 (140 Vs = 10V
d (off) Rzs = 50Q
(f = tyom + 1) t _ 50 65
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Is - - 5,0 A T =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - 20
DurchlaBspannung Vso - 1,4 1,8 \ I =2x Iy
Vos = OV, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, — 180 | 250 ns Ti= 25°C | I = Iy
-~ [220 {300 = 150°C i’&/)% =
Sperrverzégerungsladung | @, - 0685 |12 |uC 7= 25°C |, "_ He
- 26 50 = 150°C | 100v
Ruckstromspitze ) . - - - A = 25°C
_ 15 _ = 150°C
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BUZ 206

Verlustieistung P, = £(7¢) Typ. Ausgangscharakteristik Ip = 7(Vpg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
< T, =25°C
80 12 B
w A
N
70 N I : 20V \\ / V=15V
0
10V\\\ / y
60 8V L/ v —|
N 8 A 6'5V ]
50 \ WA '|
N 7 I
0 3 6 /
4 6V
A |
30 4 / // \‘\ 5,5V _|
N
N\ A -
20 N ~ ‘\ SV
N\ /] ~.1 1
N 2 7 ~—
10 \\ / L5V
0 LV
0 0 10 2 30 40 V S0
0 50 100 °C 150
—— — s
Zul. Betriebsbereich I = f(Vjg) ' Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = (V)
Parameter: D = 0,01, T = 25°C Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vps = 25V, Tj = 25°C
10° 10
A
5 [D A
A ' =]
\\Q{ AN ‘\‘ 1,S|usL /
! ™\ NJ101]]
10 ,}Q‘j’ \, \‘ s E‘;
S \o"\\ H /
QQ"’(/\(\\\ i 100 7] 5
/ DC >Q \\ L.l.s. /
oY NN
10 == 1msH
i A WAV 11 /
5 — SN
—_t N Y10ms
—0=7 A 1001 /
3 ms || 7
o (TR . /
120° 5 10 5 10° 5V 10° 0 5 v 10
B Vos —— Vs
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BUZ 206

Typ. Einschaltwiderstand Rpg (o) = f(Ip)
Parameter: Vgg: Tj = 25°C

5 L L B
o ol |%s=5V Ssvl v lesv v
DSton)
A
3 // /
. /'/ 7 /
APl ,,/ 75V
4 L~
gE=Cama
1 L
9v 10V |20V
0
0 2 [ 6 8 10 A 12
=1
Typ. Ubertragungssteilheit g, = (Ip)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = 25V, T, = 25°C
S
S
gfs &L
y ml
3 T
4 //
L/
/
/
1 //
0
0 5 A
— o1

Einschaltwiderstand Rpg (on) = (7))
ov

Parameter: In = 4A,

(Streubereich)

4

Roston 0

Ves =

\\

VY

50

100 °C 150

Gate Schwellenspannung Vgsn) = 7(7))
Parameter: Vpg = Vgg Ip = TMA
(Streubereich)

5

Vv
Vst

= -y 98%
<]
F3]
N typ-
™~
[~
=y ~
= 2%
~—— i
=~
-50 0 50 100 °C 150
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BUZ 206

Typ. Kapazititen C = f(Vpg)
Parameter: Vg5 = 0, f = TMHz

-

10
nF
5

C

iss

100

//

10 =X —

S [nss ]

Crs _

10?2
0 10 20 30 V40

VDS

DurchlaBkennlinie Inversdiode - = 7 (Vgp)'
Parameter: T, f, = 80 ps

(Streubereich)

10°
A

5

\

25°C typ. A T
10 E1500ctyp T
T J

[T11

'
-

o
.o‘
w

10 15 20 25 V30

e
Yo
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Drainstrom I, = f(T¢)
Parameter: Vg > 10V

100

°C

~

150



z?hJC

BUZ 206

Transienter Warmewiderstand Zy,,c = f ()
Parameter: D = /T

LY
W
|
0 -
10 —
5 T
BY
T A b=
L1 0,5
10t =T 0,2
0,1 )
0,02 17 # 1l
~ 001 T 0= I
0 T
01 |
10° 510 5103 5 12 5 10" 5 10° s 10
—_—
Typ. Gateladung Vs = 7 (Qgate)
Parameter: Ippys = 8.3A
15
v
//
V. .= 80V &
s~ A
10 30VIN T A
//,/
—-'1/
5
4
//
)4
/
0
0 10 20 30 40 nC 50

- oﬁafe
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BUZ 210

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung _ Wws =500V
Drain-Gleichstrom I =10,5A
Drain-Source-Einschaltwiderstand ARpg, = 0,6 Q

G
Ausfiilhrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S

Gehéuse Metallgehiduse 3A2 nach DIN 41872 bzw. nach JEDEC TO 204 AA (TO 3).

Gewicht: ca. 12 g

Typ | Bestelinummer
BBUZ210 | C67078-A1102-A2
16 S #4007 G
Lo
S
r— :_ s
Py
18 10,92035
oo03 25 42015t
"max. Biegebareich
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 500 \"
Drain-Gate-Spannung Voer 500 \" Rgs = 20kQ
Drain-Gleichstrom I 10,5 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Inpus 42 A T =25°C
Gate-Source-Spannung Vs +20 \
Max. Verlustleistung Py 125 w T. =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tg -55...+150 | °C
Feuchteklasse o] - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiarmewiderstand
Chip — Gehéduse Rin e <10 K/W
Chip — Umgebung R ia <35 K/W
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BUZ 210

Kennwerte

(bei 7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. |typ. |max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vieripss | 500 - - \'% Vs = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas 21 3,0 40 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ipss - 20 250 HA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vos = 500V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Igss - 10 100 nA Vos = 20V
Vs = 0OV
Drain-Source- Ros (on) - 055 |06 Q Vos = 10V
Einschaltwiderstand I, = B65A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 27 53 - S Vos = 25V
I, = B5A
Eingangskapazitat Cies - 3.8 49 nF Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss - 250 400 pF ;/Ds = 2$\h/,1H
Rickwirkkapazitat Ces — [100 [170 = z
Einschaitzeit £, 14 (o) - 50 75 ns Voe = 30V
(fn = fgom + 1) t _ 80 120 I, = 28A
Ausschaltzeit #,, t - ]330 [430 Vos = 10V
9 (off) Rgs = 50Q
(ot = Ty om + 1) t - 110 | 140
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom In - - 105 |A Tc =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - 42
DurchlaBspannung Veo — 1,3 1,7 \ I =2x Iy
VGS = OV, 7; = 2500
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns = 25°C | I = Iys
—~ 220 ]300 = 150°C ?gé%=
Sperrverzégerungsladung | Q, - 065 |12 ucC Ti=25°C |, _ us
i I AR
- 26 5,0 = 150°C | 100v
Ruckstromspitze ) - - — - A T = 25°C
- 15 - = 150°C
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BUZ 210

Verlustieistung Py = f(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik I, = f(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
. T, =25°C
140 30 .‘ P-T25W
w A 1
1y
120
Pp
100 b ey
20 \ A4 75V |
wvi\ 1/ 1. |
Y < Vv ]
80 \ /4 .
/ // 65V
|
60 6V
10 N +
%0 /4BNE 55V
\ |
Y —~ 5v ]
S~ !
20 e pr
Va L5V
0 LV
0 0 10 20 30 V40
0 50 100 °C 150
Zul. Betrlebsbereich I = f(Vpg) ' Typ. Ubertragungscharakteristik I = f(Vsg)
Parameter: D = 0,01, T = 25°C Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vps = 26V, T; = 25°C
2
" oL 15
5 i~ A
R Ng7aivumaai il
/ H
\\Q,l /N N N lo
10
1 ’ [[ N N | |]us
10 S ~ 10
S RN LY - Hi
5 ATDORNNTHI 100
A\ N us
P NMN \
d NN q
\!
N N ims
10° \1\ N e 5 /
/ M0
S fp N ms A ,
D=T N 100
ms
T t /
17° 5 1 5 102 5y 103 01 2 3 & 5 6 7 8 V 1

|/DS
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BUZ 210

Typ. Einschaltwiderstand Rbs (on) = F(Ip) Einschaltwiderstand Apg tom) = F(T})
Parameter: Vgg; T, =25°C Parameter: I, = 6,5A, Vgg = 10V
< (Streubereich)
2,0 T 15
Roson 2 V=5V Q
55V i
6V Roston |
15 = 6.5V Ll .
I 1 v ! s
I 10 ’ I L ]
} L //
; %
/ 75V ‘ 98% 4
1,0 74 L~
pavid ov AT Ttw
et il
-
=TTy 05
05 20V
0 0
0 10 E A 30 0 50 100 °C 150
e ][] —_— TJ
Typ. Ubertragungssteilheit Gs = f(Ip) Gate Schwellenspannung Vasihy = f (7
Parameter: 80 us-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgg Ip = 1MA
Vps = 25V, Tj=25°C (Streubereich)
7 5
S
Vst .
gfs ° 4//’ A [~ ,98%
A = -
S —
/ ™~
/ ST he
/ 3
4 / -
-~ = P
3 = 2%
/ 2 +k
I~~~
2 l 3
1
1
0 0
0 5 10 A 15 - 50 0 50 100 °C 150
— 1 —= T

J
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BUZ 210

Typ. Kapazititen C = f(Vs) Drainstrom I = 7(7¢)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz Parameter: Vg = 10V
10 15
ng A
A\ I
[ISS B 0
100 \\‘ 10 N
1 \\ IS
S ‘\ I N
\\ e~ \\
\\ [nss -1 N
107 i . 5
(TSS E
5
10 0
0 10 20 30 V40 0 50 100 °C 150
—= Vs — T

DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f(Vgp)
Parameter: Ty to =80us

(Streubereich)
0 e :
ol =&t
5 = n
A -
25°Ctyp. P74 >
150°Ctyp. 9ap”7
1 1Al
10 25°C(98%) 3
150°C (98%)
5
11/
10’
5
107
0 05 10 15 20 25 V 30
- Vg
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BUZ 210

Transienter Warmewiderstand Z,,,c = f (1)

Parameter: D = /T

-

K

T T "7

v LI g
__?_q_ﬁ%ﬁ-ﬁﬂ‘ -

! |
100 e +

I T T T

.'.ﬁw‘l . }—T¢ob—ﬁh7' ~+« SERO. T”"T"‘"‘
: : i

5 ! + * 8 + o ‘
TN, S S,
! e
10'1——*”""4“_" ‘ 0=
= %500,5 P - ===
= 02 =1 -t ==
5 N k t] n -
0,05 0= T' -
0027 - o
i 0.01 —rr—t KAy ST
P 0 Py KIRRI
10’Zx_‘;u_iﬂm;i_4‘_¢_puu i i H Lt I ! J

10° 5 10 5 103

Typ. Gateladung Vs = f(Qgate)
Parameter: Ipgys = 14.4A

15
v
V..=100V
10 400V e
— L
=
/ —
/
/,
5
/
/
/
0
0 20 40 60 80 100 nC 120

- OGa'e
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BUZ 211

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung Vs =500V
Drain-Gleichstrom I =9A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg(,, = 0,8 Q

G
Ausfithrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S

Gehéuse Metallgehduse 3 A2 nach DIN 41872 bzw. nach JEDEC TO 204 AA (TO 3).

Gewicht: ca. 12 g

Typ | Bestelinummer
BBUZ 211 | C67078-A1100-A2
16 S 84002 G
e
T T
S =
e 3
b
83 -
18195 10,9035
T . 25 42015 f=—m
"max. Biegebareich
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 500 \
Drain-Gate-Spannung Vogn 500 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 9 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Inpuis 36 A T. =25°C
Gate-Source-Spannung Vss +20 \
Max. Verlustleistung P 125 W T. =25°C
Betriebstemperatur- und T;
Lagertemperaturbereich Taq —-585...+150 | °C
Feuchteklasse C - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiarmewiderstand
Chip — Gehéause R ic <10 K/W
Chip -~ Umgebung R <35 K/wW
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BUZ 211

Kennwerte

(bei T; = 25°C, wenn picht anders angegeben)

Bezeichnung Symbo! | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierynss | 500 - - v Vas =0V
Durchbruchspannung I, =0.25mA
Gate-Schwellenspannung Viss ity 21 3,0 4,0 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ioss - 20 250 HA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
‘/DS = 500V
Vs ov
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Vas = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Rbs (on) - 0,7 0.8 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = B5A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 27 |53 - s Vos = 25V
I, = 65A
Eingangskapazitat Cis — 3,8 4,9 nF Vas = OV
Ausgangskapazitat Coss - |250 [400 |[pF ;/os = 2‘15:\’“
RUckwirkkapazitat C.. — [100 |170 - z
Einschaltzeit ¢, 14 (on) - 50 75 ns Vee = 30V
(tn = tyom + 1) t _ 80 120 I, = 28A
Ausschaltzeit £, t - 330 | 430 Vas B 10v
4 (off) Rss = 50Q
(fotr = taomy + #) 4 - 110 | 140
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Is — - 9 A Tc = 25°C
Gieichstrom, gepulst Ioam - - 36
DurchlaBspannung Voo - 1,3 1,6 \ F =2x Iy
Vos = 0V, T, =25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns Ti= 25°C | I = Iy
- [220 [a300 = 150°C ?géif
Sperrverzdgerungsladung Q. - 065 |12 uc T,= 25°C Vy = Hs
-~ 26 50 = 150°C | 100V
Ruckstromspitze Lau - - - A = 25°C
- 15 — = 150°C
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BUZ 211

Verlustleistung Ao = f(T7¢) Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vpg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
- T;=25°C
140 20 y
p=P 1 4v=200v
w Aloevt . [
120 sy LoV
P, 1 \VHI/ |
0 10,0V
15 ri / ] _
8oV 65V
100 "SY NI ]
NI/ I
80 » 6,IOV
10 —
Y/ L
60 55V _|
7/ I\ |
N\ I
- 5.0V
40 5 /= |
/ I |
4 — L5V
20 4 ~
40V
0 |
0 0 10 20 30 40 Vv 50
0 50 100 °C 150 v
— Vs
—=Tc
Zul. Betriebsbereich I = f(Vps) ‘ Typ. Ubertragungscharakteristik I, = 7(Vgs)
Parameter: D = 0,01, 75 = 25°C Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = 25V, 7; = 25°C
122 H 15
1T
; i A
I 7 e =
; Aé‘\' e NFHws| l
7 N NI 0
‘7@ N N N 110m
3 us
10 Q::‘/ NN 10
o RN i /
5 O N 100
RS [ 1ws |
i
N
N 1ms
10° §\‘ N 5 /
i AN N /
t NN
5 P NN ms /
pD=-F
T k l [ TN 100
S
Ny /
o L . v
10° s 10 5 10 5 v 10 0o 1 2 3 & S 6 7 8 VvV 10

VD S
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R

DS(on)

BUZ 211

Typ. Einschaltwiderstand Rpg (on) = f(1p)
°C

Parameter: Vgg; j=25

-

30
Q
Vs=5V_55V| 6V 65V
20
4
/
- ]
P /// B / ,/ v
10t T T 75V _|
' /——‘_/—-/./ﬁ ~
BV 9V 10V 20V
0
0 10 A 20

Typ. Ubertragungssteilheit Gs = f(Ip)

Parameter: 80 us-Puls-Test,

Vos = 25V, T, = 25°C

Einschaltwiderstand Apg (o) = f(T)
Parameter: I = 6,5A, Vgg =

(Streubereich)

1.8

1.6

\

\
N

N

!
\\\ \

\

\

0.8

0,6

0,4

0,2

100 °C 150

Gate Schwellenspannung Vign) = f (7)
Parameter: Vg = Vgg Ip = TmA

(Streubereich)

VGS(fh)

5
V%
. L 98%
T~
L ~
2%
2 S~
©~

1
0

-50 0 50 100 °C 150

7
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BUZ 211

Typ. Kapazititen C = f(Vjs) Drainstrom I = f(T¢)
Parameter: Vgg = 0, f = IMHz Parameter: Vgg = 10V
10° 12
n; A
[\ Co. Iy
1SS 10
N
0 \\
10 1\ 8 \
. \\
5 \ N ‘\
\\ I 6 \\
\\ [oss ha \
] ~__| \\
rss
5 \\
: \
102 0 .
0 10 20 30 V40 0 30 100 C 10

—= Vs

DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f (VSD)‘
Parameter: T}, t, = 80 us
(Streubereich)

10° ey
A HH
5 7}=
25°Ctyp. 2 =
150°Cf;p. p72diPag
?y//ﬁ
AT -
10 A=
259C (98%)
5 /1 1T150°C (98%)
i
10° X
Ht
5
107" L
0 05 10 15 20 25 V 30
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VGS

BUZ 211

Transienter Warmewiderstand Z,;, Jc = f (9
Parameter: D = #/T

-

X
W
100
5 i
e T [
L DI l
10" 05 A,
= 0,2
5 = 0,1 11T f m
- 0,05 0=—=
>~ 0.02{TTT 4 r I
- 0,01
0
| AT
10° 510% 5103 5102 5 107 5 10° s 10!
—.,
Typ. Gateladung Vs = 7 (Qgate)
Parameter: Ippys = 14,4A
15
v
V=100V
10 400V —_—
]
/ —
/ —
/
S /
/
/
/|
/
0
0 20 40 60 80 100 nC 120

- aGate
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BUZ 213

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung- Vos = 500V
Drain-Gleichstrom I =85A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Ayg,, = 0,6 Q
G
Ausfithrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehéuse Kunststoffgehduse TO 238 AA nach JEDEC mit isoliert aufgebauter
Metallbodenplatte, kompatibel mit TO 3, AMP-Steckanschlisse.
Gewicht: ca. 21 g
Typ | Bestellnummer - 21°03 0
BUZ 213 | C67078-A1700-A2 5
[¢1+] P!
o | i = 1
‘-r T ! ¥ *
12
4,8x0,8 26 P

5
‘j_jl'*

o)

N
—= 12,7
18,0°

21

*ll-k'

N
L I \4.\
216

— 301 —1 | 6,3x0,8

38,2 —»
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 500 v
Drain-Gate-Spannung Vogn 500 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 8,5 A T =25°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 34 A Tc. =25°C
Gate-Source-Spannung Vs +20 \
Max. Verlustleistung Py 83,3 w T. =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tag —40...+150 | °C
Isolationsprifspannung Vi 3500 Vdc') t = 1min
Feuchteklasse F - DIN 40040
Prufklasse 40/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehause | R | <15 | KW |

') Isolationsprifspannung zwischen Drain und Bodenplatte bei Normklima 23/50 nach DIN 50014.
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BUZ 213

Kennwerte
(bei T; = 25°C, wenn _nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit

Statische Werte

Drain-Source- Vierypss | 500 - - \ Vos = OV
Durchbruchspannung I, = 0,25mA
Gate-Schwellenspannung Vas th 2,1 3,0 4,0 Vos = Vs
L =1mA
Drain-Reststrom Iss - 20 250 HA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vbs = 500V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Ros ton) - 055 |06 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 55A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Grs 27 |53 - S Vos = 25V
I, = 55A
Eingangskapazitat Cie - 38 |49 nF | Vs = OV
Ausgangskapazitat Coss - 250 [400 |[pF ;’os = Q%H
Ruckwirkkapazitat Cos ~ [100 |70 z
Einschaltzeit ¢, 13 (on) - 50 75 ns Vee = 30V
(tn = fyom + 1) t _ 80 120 I, = 28A
, Ves = 10V
Ausschaltzeit £ 15 (otty - 330 | 430 Res = 50Q
(ttr = tyom + 1) 3 - 110 | 140 ¢
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom ) . - - 85 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - 34
DurchlaBspannung Veo - 1,3 1,7 \ EF =2x Iy
Ves = OV, 7, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns T, = 25°C | I = Iy
- [220 {300 = 150°C | dk/dt =
m 1 100A/us
Sperrverzégerungsladung Q, - 065 |12 uC T = 25°C Ve =
- 2,6 5,0 = 150°C | 100v
Ruckstromspitze Liau - - - A 7,= 25°C
- 15 - = 150°C
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BUZ 213

Verlustleistung P, = 7(7¢) Typ. Ausgangscharakteristik I = (Vjg)
Parameter: 80 pus-Puls-Test,
. T, =25°C
ke S TRmaw T T
90 b T vi=v
D VL A
80 % oV ar r,sv_
N 75V
70 A . / |
60 INIY [
10 f
AN
50 N . /& 55V
\ |
40 N X |
30 AN 6 5V ]
N . AN I
20 - A — 15V |
\\ 2 / [~ —
10 N 4V _|
|
0 0
0 50 100 °C 150 0 10 20 30 V40
— 75 = Vs
Zul. Betriebsbereich I = (V) ’ Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f(Vgg)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 us-Puls-Test, .
Vos = 25V, T; = 25°C
2
N i 15
11T
5 f- A
I A P
0 vhA — <708
SAUINC T2l b
/7 [N \ Nt
s, \ 10
o A 1
. i
PN N T4100
5 NN ‘\ us
NN N
ML
o \\ N\ ms |
10 , N - 5
! [N IREI l
f, 10 1 (
5 | :—P (1
10 T ms[]
100
ms y
y
: | 7
100 1 2 3 00123L5678V10
10 5 10 5 1 5V 10

(B VA%
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BUZ 213

Typ. Einschaltwiderstand Rpg (on) = f(Ip) Einschaltwiderstand Rps (on) = (7))
Parameter: Vgg: 7; = 25°C Parameter: I = 55A, Vgg = 10V
(Streubereich)
20 L B S B 15
RDS(W 2 Vis=5V 55V [~ 6V 165V ° Q
DS(on)
|
15 / 2
|
10 LA LA
4 / ) 98% P
/ tye. . M
7
10 4 7V "
] W F
1 L1 ] 75 e
|t Lt A" |1 5V -1
= e 05
05
8V 9v|10v|20v
0 0
0 2 &4 6 8 10 12 1 16A18 0 50 100 °C 150
—_—— ID —_——— 7E
Typ. Ubertragungssteilheit Gs = f(Ip) Gate Schwellenspannung Vigtn) = f (m
Parameter: 80 us-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgg, Ip = TMA
Vos = 25V, T; = 25°C (Streubereich)
V.
6 GS(th) iy
9, g el L = 98%
- T~
7 ~
5 ~
/| |~
. )4 3 S typ
/ -~
-
3 H 2%
/ 2 1 2%
™~
2 I ™
1
1
0 0
0 S 10 A 15 -50 0 50 100 °C 150
—_— [ D —_—- Tj
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BUZ 213

Typ. Kapazitdten C = 7 (V;g) Drainstrom I = 7(T¢)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz Parameter: Vgg = 10V
10’ 10
nF A
5 9
(ISS 7 ID
8
™
7 N
10° 1 N N
6
s AN N
AN
\\ \\ 5 N
A — N
\ 0SS A \
10" B ]
Cess 3 3
5
2
\
1
107 0 00 oC
0 10 20 0 V40 0 50 150
—.VUS — T[

DurchlaBkennlinie Inversdiode I = f(Vgp)
Parameter: Tj t, = 80 ps

(Streubereich)
107
A
5
szs:t’u ZafI0NCan
yp
150°Ctyp /;/ A
1 7%
10 a T=
5 FERE 25°C (98%
/ A 150°C (98%)
/
L
10
5

107! ﬂ

0 05 10 15 20 25V 30

Ysp

626



Zih)(

BUZ 213

Transienter Wérmewiderstand Z,,,c = (8

Parameter: D = /T

-

X
W
100
s =
o1 05
0,2
= 01
5 BT 0,05 11n i
0,021 111 I
% N T
o i i T
107 5 10* 5 107 5 10 5 107 5 10° s 10
_.f
Typ. Gateladung Vg = f(OGm)
Parameter: Ipy s =
15
\
Vys=100V
10 400V ]
—] r/,l/
/ :g/
7
/
T/
/
/
/
00 20 A 60 80 100 nC 120

- aﬁaOe
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BUZ 214

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung - Ws =500V
Drain-Gleichstrom L, =7A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg, = 0,8 Q
G
Ausfilhrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehduse Kunststoffgehause TO 238 AA nach JEDEC mit isoliert aufgebauter
Metallbodenplatte, kompatibel mit TO 3, AMP-Steckanschliisse.
Gewicht: ca. 21 g
Typ | Bestelinummer T’“‘”‘
BUZ214 | C67078-A1701-A2
i 31| I
i | i = 1
“" T | T *
12 P
4L,8x0,8 = PL
L oy
— LI Gj OS] ~ ?o -
= vy of N7 o © N
N
L_ : f:F—L
216 \
e— 301 —= | 6,3x0,8
38,2 —»
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 500 \'
Drain-Gate-Spannung Voer 500 \ Rz = 20 kQ
Drain-Gleichstrom Ip 7 A T =40°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 28 A T =25°C
Gate-Source-Spannung Vs +20 \
Max. Verlustleistung Py 83,3 w T =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tag —40...+150 | °C
Isolationsprifspannung Vi 3500 vdc') t = 1min
Feuchteklasse F - DIN 40040
Prifklasse 40/150/56 DIN |IEC 68-1
Warmewiderstand
Chip — Gehause | R | =15 | KW |

') Isolationsprifspannung zwischen Drain und Bodenplatte bei Normklima 23/50 nach DIN 50014.
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BUZ 214

Kennwerte
(bei T; = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. |max. | heit

Statische Werte

Drain-Source- Vierioss | 500 — - \' Ves = 0V
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas @ 2.1 3,0 4,0 Vos = Vgs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ipss - 20 250 uA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vos = 500V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vos = OV
Drain-Source- Ros (on) - 0,7 0,8 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 55A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit e 27 {53 - s Vos = 25V
I, = B5A
Eingangskapazitat Cis - 38 49 nF Vas = OV
Ausgangskapazitat Coss - 250 | 400 pF ;/DS = Z?XAH
Riickwirkkapazitat Cu — |10 [170 z
Einschaltzeit ¢, 13 (on) - 50 75 ns Voo = 30V
(fon = tyom + 1) t _ 80 120 I, = 28A
. Ves = 10V
Ausschaltzeit 2.4 b (ot - 330 | 430 _
(off) Rzs = 50Q2
(tott = tyom + &) 3 _ 110 | 140
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Ior — - 7 A T =25°C
Gleichstrom, gepulst ) - - 28
DurchlaBspannung Vso - 1,3 1,6 \ I =2x Iy
Ves =0V, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns T'= 25°C | I = Iy
- J220 ]300 = 150°C ?géi? =
Sperrverzégerungsladung Q, — 065 |12 [11e; = 25°C Vo — Hs
. I VAR
- 2,6 5,0 = 150°C | 100v
Rickstromspitze ) . - - — A T, = 25°C
— 15 — = 150°C
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BUZ 214

Verlustleistung Py = f(7¢) Typ. Ausgangscharakteristik I, = 7(Vjg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
. T, =25°C
100 15 =
W A ! %’- 93,3w l |
50 o vl A= sy
0 g
80 [\ '/ v
N 10V ,/
70 N 20V
N 10 7
60 . 5SSV
50 N — /\
40 N
\\ S N oY
30 N /| _IN
T
< 45V ]
20 ~ '
N 4 ~ |
N -
10 N l.|v _]
0 % 10 20 30 L0 vV 50
0 50 100 °C 150
— T = Vs
Zul. Betriebsbereich I = 7(Vj) Typ. Ubertragungscharakteristik I = £ (Vss)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vps = 25V, T; = 25°C
10? 15
’; A
I to=
0 [
\(\ A — - 4
1 Aé‘\ v\ s Iy l
7 N M N ]
SN 10
10’ A, 3 \\ *t'i 10 /
AN H /
AN 100 /
5 DC \\ I \\ f’f“
A h\\ A Hn
NN NN
NN ms
10° ; NN \ bt 5 /
! N TIIT /
5 L # to \\\ \\ 1(1?5 /
| — p==L ]
T ‘ ] [1 AN
100
I ms /
1 T 1 %
10° s 10 s 102 5 v 10° 0 1 2 3 & S 6 7 8 VvV 10
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BUZ 214

Typ. Einschaltwiderstand Rpg (on) = 7 () Einschaltwiderstand Rpg (on) = (7))
Parameter: Vgg; 7j = 25°C Parameter: I = 55A, Vgg = 10V
N (Streubereich)
3 1,8
Q
Rostom RDS(m) 16
Vis=5V 5,5V 6V L
14 A
2% LA
typ. L _r
2 12 98% - >L ] ]
/ 10 AT T
4 ' A | r P d
1 -
/ -l -
] — 6,5V 08 ~ P
|4+ L+ L+ 1
1 N 06
=T — 5V ’
A) A < 041‘
8V| 9V 10V 20V
0.2
0 0
0 S 10 A 15 0 50 100 °C 150
—_— ]D — - TJ
Typ. Obertragungssteilheit g, = 7(Ip) Gate Schwellenspannung Vggn) = (7))
Parameter: 80 ps-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgs, Ip = 1TMA
Vos = 25V, Tj = 25°C (Streubereich)
7 5
S v
v,
6 - GS(th) i
1. ] 4 s SUNEETIA
L~ -
5 ey
/ [~
L / 3 ST P
/ =
Ty
3 3 - 9
/ : SH
2 I ™
1
9
0 0
0 S 10 A 5 -50 0 50 100 °C 150
— [D —— TJ
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BUZ 214

Typ. Kapazititen C = f (V)
Parameter: Vg = 0, f = 1MHz

10’
nF
5

100

107

102

-

[iss B

[

0 10

20

—=Ws

30

vV 40

DurchlaBkennlinie Inversdiode I = f (Vsp)
Parameter: Tt =
(Streubereich)

0’
A

5

80 us

-7

\
\
\

I~ 25°C typ.
150°Ctyp.

L

A\
A\WA\Y

T
I

B S

0 05
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Drainstrom I = f(7¢)
Parameter: Vg = 10V
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A
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BUZ 214

Transienter Wirmewiderstand Z,,c = f (1)
Parameter: D = /T
X
W
Zins
100 =
011
5
: T -/
I ,&"‘--
—T 7] Py D=
10 L N.0,5
0.2 ]
e 0‘1 P
S =T 0,05 7T f i
>~ N 0,021 D:T rglil
TH._0,01 I
/1 0 T
o § LI [T |
0% 51*% 51037 512 517 5100 s 10
—_—
Typ. Gateladung Vs = f(Qgae)
Parameter: Ipp,s = 14.4A
15
Ves vy
Vps=100V
10 400V A
]
/'//
//
5 //
//
0
0 20 40 60 80 100 nC 120

- oﬁa'e
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BUZ 215

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung < Ws =500V
Drain-Gleichstrom I =50A
Drain-Source-Elnschaltwiderstand Ry, = 1,5Q

G
Ausfilhrung FREDFET mit schneller inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp S

Gehéduse Kunststoffgehéduse 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.2g

Typ | Bestellnummer
BUZ215 | C67078-A1400-A2
17520, 1—e=f
3 fe - 28:01 Lo
3 s P T
o = ltes o
= QOIS
— ™M oy o¥
gt
[N ‘ P
; =
S - qu
—o] 92°02 fw
r=—135¢ -emt=e—15 202 —emi
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 500 \
Drain-Gate-Spannung Vogr 500 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 50 A T. =30°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 20 A T. =25°C
Gate-Source-Spannung Ves +20 \'
Max. Verlustleistung P 75 w Tc =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehause R ic <167 K/W
Chip — Umgebung R ua <75 K/W
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BUZ 215

Kennwerte

(bei T; = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Verjpss | 500 - — \ Ves = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas i 2,1 3,0 40 Vos = Vgs
I, =1mA
Drain-Reststrom Inss - 20 250 pA T = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vos = 500V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Vas = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Ros (ony - 1,4 15 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 32A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 15 |27 - S Vos = 25V
I 32A
Eingangskapazitit Ciss - 15 120 nF | Ve = OV
Ausgangskapazitat Cose - 110 170 pF ;/DS = 2?\th
Ruckwirkkapazitat Cus — [40 |70 z
Einschaltzeit £, 14 (om) — 30 45 ns Voo = 30V
(ton = lyomy + 1) t _ 40 60 I, = 26A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit # t — 110 140 _
4 (off) Rss = 50Q
(toty = tyom + 4) 3 - 50 65
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Ly - - 5,0 A Tc =25°C
Gleichstrom, gepulst y - - - 20
DurchlaBspannung |7 - 1.3 1,6 Vv I =2x Iy
Ves =0V, 7,=25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns Ti= 25°C | I = I
- |220 300 - 150°C ?gé% =
Sperrverzégerungsladung | Q, - 065 |12 pe 1= 25°C |, _ us
. I VAR
- 26 50 = 150°C | 100v
Rickstromspitze Lam - - — A T,= 25°C
— 15 - = 150°C
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BUZ 215

Verlustieistung Py = f(T7c) Typ. Ausgangscharakteristik I = f(Vpg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
T, =25°C
80 12
W \ [ |B=75w !
[} -
PD 70 \ 10 |20V L/I / IVGS_7'5V
10V v
60
T Wn///4
N 8 65V
50 \\ A
\ ) /4 W

40 \‘ /r

< ;
30 A N\ okl
'/ \ ’ '
20 \\ = <7 5V —
N\ N //a S _
N e 45V
10 N =
Y
0 0 |
0 50 100  °C 150 0 x WV
—= T — Vi
Zul. Betriebsbereich I = f(Vpg) ' Typ. Ubertragungscharakteristik I = f(Vgg)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 pus-Puis-Test,
Vos =25V, Tj = 25°C
2
12 7
I, I A I
0 o 4
ty=
| /
08
N 3 g r
o Hs 5
1o SN N /
Q&r—,@ S ~ 1034 I
> AN L 4 /
RN N i
\Q \ \\ 100} | 3
2 /
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BUZ 215

Typ. Einschaltwiderstand Apg (on) = 7(1p)
Parameter: Vg 7 = 25°C

-

3 [T T T 7 T
Vis=5V 55V 6V |65V
R Q
0S(on}
T
31— // / /} L7V
/
— / S/ ///
2L T AL sy
Sy 8V
e e B e e i WT_
= 10V —
4 20V
1
0
0 2 4 6 8 10 A 12

Typ. Ubertragungssteilheit g,, = #(Ip)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vo = 25V, T = 25°C

gfs

6 A7

- I

Einschaltwiderstand Apg on) = f(T)
Parameter: I = 3,2A, Vgg = 10V
(Streubereich)

Q
A
RDS(on)
3
R
A
_/’//
2 98% 1 P
g A
4 e
= ZP’- -
, +—T2%
0
0 50 100 °C 150
— 7
Gate Schwellenspannung Vg = f(7))
Parameter: Vpg = Vgg Ip = 1MA
(Streubereich)
5
v v
GStth) -
e 1 98%
[A <=1
B )
=
3 I~ fip.
-
< S
< 29
2 = ~~
™~
1
0
-50 0 50 100 °C 150
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BUZ 215

Typ. Kapazititen C = f(Vpg) Drainstrom Iy = 7(7g)
Parameter: Vgg = 0, f = 1MHz Parameter: Vgg = 10V
10’ 6
nF A
S Iy
5
\\
N
0 Giss 4 \\
10° N
5 \\
N 3
N
\
1077 \\‘ 2
\\ [DSS -
.
5 —— 1
[I'SS
0
1072 0 50 100 °C 150
0 10 20 30 vV 40 — =T

C

—_—

0s

DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f(VsD‘)
Parameter: T, t, = 80 us
(Streubereich)

10°
A
5
iT ot L
25°Ctyp. T AT
10" [150°Ctyp. “’// ol
s
7=
5 25°C (98%) [
y 1500 C (98%) 1
( y
/
10° /
S
10"
0 05 10 15 20 25 V30

so
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BUZ 215

Translenter Warmewiderstand Z,,,c = (8
Parameter: D = /T

-

LS
W
zth(
100 - g
5 =S s
gilis o
101 .’”‘: I g:g
0,1 R
5 g'gg“' t i
r 001 Il D=+ 1
0 T r
LA L |

10?2
10° 5 10 5 103 5 102 5 10" 5 10° s 10

—

Typ. Gateladung Vs = f(Qgate)
Parameter: Ipp,s = 6,8A

15
VGS v
]
10 V=100V ]
T woov N,
N
P
Yy
5 /
/|
/
)4
0
0 10 2 30 nC 40
—"aGafe
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BUZ 216

Eckwerte
Drain-Source-Spannung- Vos =500V
Drain-Gleichstrom I =44A

Drain-Source-Einschaltwiderstand Rpgo, = 2Q

Ausfilhrung FREDFET mit schneller Inversdiode, N-Kanal, Anreicherungstyp

N-Kanal

Gehéuse Kunststoffgehause 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.

Gewicht: ca.2g

Typ | Bestellnummer
BUZ216 | CB7078-A1402-A2
17.5':0,1—’2 ge01
GDS 3 =
2 1A ot
o Lo -
R Lol IR
2afsT g ks
" 81 ol N
L+ . il
;’;?u'x " ' P =3
o i
—— 9'2-0,2 - ’
[=—13,5¢ -e=t=e—15,6:02—e=f
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vbs 500 \
Drain-Gate-Spannung Voer 500 \ Rgs = 20 kQ)
Drain-Gleichstrom I 44 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 17 A Tc. =256°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \
Max. Verlustleistung Ps 75 w Tc. =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq —55...4+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehiuse Rin e <167 K/W
Chip — Umgebung Ry, ia <75 K/W
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BUZ 216

Kennwerte

(bei T, = 25°C, wenn hicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierypss | 500 - - v Ves = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas an) 2.1 30 4,0 Vos = Vs
ID = 1mA
Drain-Reststrom Ipss - 20 250 A I, = 25°C
- 100 | 1000 T =125°C
Wos = 500V
Vs = OV
Gate-Source-Leckstrom Igss - 10 100 nA Vas = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Abs (on) - 1,7 |20 Q Vos = 10V
Einschaltwiderstand I, = 32A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 15 |27 - S Vos = 25V
I, = 32A
Eingangskapazitat Ciss - 15 |20 nF | Ves = OV
Ausgangskapazitit Coss, - 110 | 170 pF ;’DS = Qf\h;H
Rickwirkkapazitat Cos — |40 70 = z
Einschaltzeit £, 14 (on) - 30 45 ns Vee = 30V
(ton =1l on + 1) t, — 40 60 ID = 25A
Ausschaltzeit £,y ty ot - 110 |40 Vos = 10V
4 (off) Rss = 50Q
(s = tyom + ) A - 50 65
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Is - - 44 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - 17
DurchlaBspannung Ve - 1,3 1,6 \ I =2x Iy
VGS = OV, 7} = 2500
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns T 25°C | I = Ipg
— - _ = 150°C di/dt =
= 100A.
Sperrverzégerungsladung Q. - 065 |12 uc T,= 25°C V<:0=/us
- — - = 150°C | 100V
Ruckstromspitze ) A - - - A = 25°C
— 15 — = 150°C
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BUZ 216

Verlustieistung Pp = 7(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik /p = 7{Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
- Tj=25°C
80 10 T
P=
w N N | ) |
70 N Iy | // / Vo7V
8 10V 4 65V
60 8v-] / '
N 5V /
50 \\ 6 / 6V —
N /| 1
40 N [
A\ . S5V
\|
30 /AN ‘
SV —]
N\
20 \\ // N |
N 2 -
\ P S 45V
10 N ]
\ Y
0 ¢ 20 40 60 I
0 vV 80
0 50 100 °C 150
—Tc — Vs
Zul. Betriebsbereich I = f(Vpg) ‘ Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f(Vgs)
Parameter: D = 0,01, T = 25°C Parameter: 80 pus-Puls-Test,
Vos = 25V, T; = 25°C
122 7
5 I A l
® 6
N i 1,,=__ [
N KT 4s
" s N | i
o/ X 10|
5 DY SREL AR b ll
AXA N N
i D&\\\ N\ || Nioo]]
NN \\ s 3 }
0 NN N
10 NN /
- > 1ms] 2
s —] ! N /
N\
C o= N 1|'|('\)< /
T N1 1 ,
T t NN100 /
Nms
107" IH“ I 1 HHH LI 0
10° 5 10 5 107 5V 10° 0 5 v 10
— - VDS —— VGS
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BUZ 216

Typ. Einschaltwiderstand Apg (on) = f(Ip)
Parameter: Vgg; 7; = 25°C

-

8
Rostom 2
6 Ves=5V  55V| 6V 65V
‘ /’/// /
-~ L //
1 | LTV
1 [ L1 LT
EE=sC ==t 2
1
20V
9V 10V
0
0 2 4 6 8 A 10

Typ. Ubertragungssteilhelt g, = f(I)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,

Vps = 25V, T- =25°C

S

S

gfs
4
3 T
|+
L
/

1

0

0 1 2 3 4 5 6 A7

—= Iy

Einschaltwiderstand Fpg on) = £ (7))
Parameter: Ip = 3,2A, Vgg = 10V
(Streubereich)

5
RDS(on)
A
e
¢,l
-
3 1’/ 4/
¥
o, L~ L1
98 ﬁo’ 2P A L 1
1 &
4+ typ._L1 g
) el ey
A
A
C T %
1
0 50 100 °C 150
T
Gate Schwellenspannung Vi) = f (7
Parameter: Vpg = Vgg Ip = TmA
(Streubereich)
5
y \
GS(th) o T 98%
4 +J
|
[
-
. [~
2%
2 ~
™~
1
0
-50 0 50 100 °C 150
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BUZ 216

Typ. Kapazitdten C = f(Vpg) Drainstrom I = 7(T¢)
Parameter: Vg = 0, f = 1MHz Parameter: Vgg = 10V
10’ 6
nF
A
¢’ Iy
5
o Ciss L
10
™ N
S
N 3 N
\\\
\\ 2 N,
10-1 [ ——— \
\\ C o0ss \
= \
5 ~—~— 1
[I'SS
0
1072 0 50 100 °C 150
0 10 20 30 V40 — T
- Vo5
DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f(Vgp)
Parameter: 7, f, = 80 ps
(Streubereich)
102
A
L °
T 1 Lt
101 T 1”:/”:"
ZTj =
5 F [
[+ 25°Ctyp
L1150 °C typ QY.
(]j:
T 25°C (98%)
[~150°C (98%)
100
S
107
0 05 10 15 20 25 V 30

—VWp



BUZ 216

Transienter Warmewiderstand 2, ,c = f (8

Parameter: D = /T

Z?hJ(

100

107

10

LS
W

2

-

[~

oo =—=MNUI I
N uwu

cooococoo

,
LT

10%

5 10

5 103 5 102

Typ. Gateladung Vs = 7 (Qgqre)
Parameter: Ip,,s = 6,8A

15

s,

10

5 107 5 100

—_——

t

s 10!

5= 100V

400V \ "]
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